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化合物半导体材料与器件 
一. 研究背景及方向 
    以Ga、As、In、Sb、Al、P等有机源外延生长的Ⅲ－Ⅴ族二、三或四元系半导体材料覆盖了从近红外到中红

外波段，在国防、能源、医疗、自由空间通讯、痕量气体探测以及环境监控等方面有广阔的应用前景。我室近年来

应用自主研发的低压MOCVD设备外延生长了GaSb基半导体中红外材料，其响应波长为3.3微米,为国内首创。并开发

出了LD、LED等多种中红外器件。 

二. 主要应用领域 
    中红外探测器LED、LD材料 

    非制冷中红外探测器 

    高效太阳能电池 



   

三. 试验设备 

  



 

低压MOCVD系统 
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